2.15.3.
wego: UCY7409N

Monolityczny uktad scalony UCY7409N zawiera
cztery dwuwejsciowe bramki | z otwartym obwodem
kolektora tranzystora wyj$ciowego.

Itramki | uktadu UCY7409N ro6znig sie od bramek |
wchodzacych w sktad uktadu UCY7408N tym, ze
w stopniu wyjsciowym zamiast ukiadu przeciwsob-
nego zastosowano tranzystor z otwartym obwodem
kolektora tranzystora wyjsciowego. Taka konfigu-

Wartosci dopuszczalne parametréw

Parametry
Nazwa

Napiecie zasilania

Napiecie wejsciowe

Napiecie wyjsciowe"

lljcmny prad wejsciowy

/ukres temperatury przechowywania

Napiecie przytozone do wyjscia w stanie wysokim

Czterokrotne dwuwejsciowe bramki | z otwartym kolektorem tranzystora wyjscio-

racja stopnia wyjsciowego umozliwia réwnolegte
taczenie wyjs¢ kilku bramek.

Bramki te przy zastosowaniu rezystora zewnetrznego
wigczonego miedzy wyjscia bramki a szyne napiecia
zasilania Ucc spetniajg funkcje iloczynu zmiennych
wejsciowych.

Uktady UCY7409N sg produkowane w obudowach
plastykowych A49B(CE70).

Warto$¢ _
Symbol min max Jednostki
Ucc 7 v
U, 55 v
UoH 55 v
-1, 12 mA
-55 125 oc



Zalecane warunki pracy
Parametry Warto$¢

. Jednostki
Nazwa Symbol min  nom max
Napiecie zasilania Ucc 4,75 50 5,25 V
Prad wyjsciowy w stanie niskim | oL 16 mA
Obcigzenie wnoszone przez wejscie 1 s.o.l.
Zakres temperatury otoczenia b 0 70 °C
Parametry statyczne
(Jezeli nie podano inaczej — w pelnym zakresie temperatury otoczenia)
Parametry Warto$¢ S Uktad
Svm- . , iR, Warunki pomiaru pomia-
Nazwa gol min  typl max L% rowy
Napiecie wejéciowe w stanie ulIL 08 V
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie UH 2 \Y
wysokim
Ujemne napigcie wejsciowe -u, 15 V Ucc =475V 1, = -12mA F
b= 25C
Prad wejsciowy w stanie ni- In. -1,6 MA  Ucc=525V U, =04V C
skim
L . 40 (IA Ucc =525V; U, =24V
Pra_d wejsciowy w stanie wy- ILH D
sokim 1 MA Uc=525V; U =55V
Napiecie wyjsciowe w stanie UoL 0,2 04 V lol = 16 mA Ucc = 475V
niskim
A
Prad wyjsciowy w stanie ni- loL 16 mA  Uol %04V 1,=08V
skim
Prad wyjsciowy w stanie wy- IoH 250 (A Ucc=475V U, =2V H
sokim Uo = 55 V
.. niskim leCL 20 33 U=0Vv
Prad zasilania
w stanie mA G
wysokim IcCH u 21 (/,= 5V Ucc = 525 V

> Wartosci typowe podane sg przy UCC = 5V, lamb = 25°C



Parametry dynamiczne przy Ucc =5 Vi /.,» = 25'C

p >
arametry Wartosc _ Warunki Uktad
Jednostki - pomia-
Nazwa Symbol typ max pomiaru rowy
Czas propagacji sygnatu do stanu ni- tpHL 16 24 r1 =400 n
skiego na wyjsciu )
ns J
Czas propagacji sygnatu do stanu wy- tpLH 21 32 CL= 15 pF

sokiego na wyjsciu

2.15.4. Typowe zastosowania bramek | z otwartym kolektorem tranzystora wyjsciowego

Ryj. 2.85

ll(lg?g(lf(l)rlaz otwartym obwodem Logika dodatnia: Y=AB

[ ] dwuwejsciowa bramka I, b — tabela
warto$ci, ¢ — czterowejsciowy uktad
realizujacy funkcje iloczynu logicznego

Kazda bramka uktadu UC7409N z rezystorem RI1

wigczonym miedzy jej wyjscie a szyne napiecia zasila-

nia Ucc spetnia funkcje iloczynu zmiennych wejscio-

wych (rys. 2.85). Dzieki zastosowaniu w stopniu

wyjsciowym bramki tranzystora z otwartym ob-

wodem kolektora, istnieje mozliwo$¢ taczenia do

wspolnego rezystora R1 wyjscia kilku bramek w celu

realizacji funkcji iloczynu wielu zmiennych (rys.

2.85¢c). Warto$¢ rezystancji RL oblicza sie tak jak dla Y=A+B+C+D

bramek I-NIE z otwartym obwodem kolektora tran- Rys. 2.86. Schemat ideowy czterowejéciowego

zystora wyjsciowego. Jezeli mozna wykorzysta¢ sy-  uktadu realizujacego funkcje negacji sumy

gnaty wyjsciowe zanegowane, to mozna tatwo zreali-

zowaé funkcje LUB-NIE wielu zmiennych wejscio-

wych (rys. 2.86) stosujgc bramki z otwartym ko-

lektorem.

I Ilcmenty logiczne z otwartym kolektorem, w tym

réwniez bramki I, moga by¢ stosowane do sterowa-

nia diod $wiecacych lub innych elementéw wykonaw-

czych (rys. 2.87). Jezeli sterowanie diod $wiecacych

odbywa sie z réznych obwodéw, to uzycie bramki I

z otwartym kolektorem moze znacznie utatwic¢ pro-

ces sterowania. Gdy element sterowany wymaga

w czasie wiaczenia pradu wiekszego niz 16 mA, to  Rys. 2.87. Uktady sterowania diodami $wiecacymi

mozna zastosowac dwie bramki | potaczone réwno- 2 — ukiad z pojedyncza bramka / (/« mai = 16 mA),
— uktad z réwnolegle potaczonymi bramkami |

legle (rys. 2.87h). (1oL mai = 32 mA)



2.1.5.5.  Uklady pomiarowe bramek I

Pomiary parametrow statycznych

4,75V

16mA

Pomiary wykonuje sie¢ dla kazdego wej$cia oddzielnie.

Uktad pomiarowy A. Pomiar Ug*

5,25V
4,5V 8
L
1 wejsdie
04Ve-  — Lp" awarte

Kazde wejscie jest mierzone oddzi

Uktad pomiarowy C. Pomiar IJL

5,25V

4,5\

Kazda bramka jest mierzona oddzie

Uktad pomiarowy E. Pomiar Igh

5.25V
9

Wyjscie
otwarte

Pomiary wykonuje sie dla wszystkich bramek jednocze$nie.

Przy pomiarze IgCL przytozy¢ do wejs¢ Uj m 0V,
przy pomiarze przytozy¢ do wejs¢ Uj m 5 V.

Ukdad pomiarowy G. Pomiar lgg

4,75V
800
uA
5.25V
[T — Wejscie

otwarte

Kazde wejscie jest mierzone oddzielnie.
Przy pomiarach I|H, przytozy¢ do wejscia
a) U, - 2.k V

b) U, - 5,5V

Uk¥ad pomiarowy D. Pomiar IjH-

4.75V

-12mA,

Kazde wejsécie jest mierzone oddzielnie.

Uktad pomiarowy F. Pomiar - Uj

4,75V

5.5V

Ukdad pomiarowy H. Pomiar 1



Pomiary parametréw dynamicznych

Uktad pomiarowy Pomiary parametrow
dynamicznych

Uwagi: 1. Parametry impulséw wejsSciowych: amplituda 3,5V,
czas trwania t* - 500 n*, czestotliwo$¢ f -

tr m 10 ns, czas opadania t" - 5 ns.
impulséw Zg - SOQ.

2. Wartos$é uwzglednia*pojemnos¢ sondy

Ukdad pomiarowy J.
dynamicznych

i pojemnos*¢ montazu.

3. Pomiary wykonuje sie dla kazdego wejscia oddzielnie.

Pomiary parametrow

poziom podstawy 0 V,
1 MHz, czas narastania

Impedancja wyjs$ciowa generatora



